L1
Il
i
| T+

Alinhamento e detectores de Silicio

M2 da Conceicéo Abreu (LIP/UALG)
Henrique Gomes (UALG)
Pedro Rato Mendes (LIP)
Patrick Sousa (LIP/UALG)
Peter Stallinga (UALG)

Encontro do Grupo Portugal/CMS
LIP, 16 de Novembro de 2000




§ !iil Os detectores de Silicio de CMS
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Inner tracker:
e espessura 300 mm
e resistividade 1.5-3.0 k\Wem
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AlteracOes de fabrico:

(1) remocéo (etching) de Aluminio do backplane

(2) aplicacédo de camada anti-reflectora

AlteracOes de operacao:

(3) exposicao a radiacao

(4) exposicao a feixes intensos de laser Nd-YAG

Possivels efejtos:

» distorcdes locais do campo eléctrico
* criacao e migracao de defeitos (vacancies e interstitials)
» annealing (por aguecimento)
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Sil#ill Técnicas de caracterizacéo OHE
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Propriedade Meéetodo a utilizar Tempo estimado
perfil de dopantes C-v minutos
energia de niveis Admittance spectroscopy 1 dia

superficiais

4 Transient capacitance, current deep level transient

spectroscopy (DLTS)
densidade e Admittance spectroscopy
energia de niveis < Thermally stimulated current, capacitance (TSC, TSCAP) 2 dias
profundos

Photocapacitance

Optical DLTS

9 Photoinduced current spectroscopy
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S Ericiencia de recolha de carga
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Equipamento existente para medicoes de CCE:

(a temperatura ambiente e para T= 94 ~ 220 K)
« fonte b- (°°Sr) de 3.7 MBq (100 nCi), E(max) = 2.3 MeV (mip)
» detector de referéncia Al/p*/n/n*/Al de 400 Om de espessura

« circuito porta-amostras até 1.0 cm?, 1 tnico canal
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Relativamente aos detectores de Silicio do tracker de CMS:

W O Laboratorio de Optoelectronica da UALG tem capacidade
para efectuar a caracterizacdo de detectores modificados

B O Laboratorio de Fisica das Radiacbes da UALG pode medir a
eficiéncia de recolha de carga (CCE) de detectores modificados
com area até 1.0 cm? e um Unico canal (diodos de teste)

B MedicOes da CCE de outros tipos de detectores podem fazer-se,
com um numero reduzido de alteracdes a instalacao existente,
recorrendo a circuitos porta-amostra oportunos
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